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０３５μｍＳｉＧｅＢｉＣＭＯＳ１０Ｇｂ／ｓ激光驱动芯片设计
吴松昌 　冯　军　 章　丽　 李　伟

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：讨论一款基于ＳｉＧｅＢｉＣＭＯＳ工艺工作速率为１０Ｇｂ／ｓ激光驱动芯片的设计．该激光驱动芯片包括输入缓
冲、驱动放大电路和输出级电路３个部分．输入缓冲、驱动放大电路采用电流模电路，满足高速数据传输和放大
的能力，输出级电路结构采用新型的ＭＯＳＨＢＴ共源共栅结构可以降低米勒效应减小输入电容，从而使激光驱
动芯片工作在１０Ｇｂ／ｓ时也能达到良好的性能．主电路电源电压为３３Ｖ，输出级电路供电电压为５５Ｖ，确保激
光器有足够的电压摆幅．芯片总面积（包括焊盘）为６００μｍ×８００μｍ，，测试表明当输入１０Ｇｂ／ｓ的非归零随机
码，输出级电源电压为５５Ｖ时，电路总功耗为６６０ｍＷ，在５０Ω负载上可以提供３Ｖ的驱动电压（相应的驱动
电流为６０ｍＡ）．测试眼图清晰，可以很好地满足ＳＤＨＳＴＭ６４／ＳＯＮＮＥＴＯＣ１９２和１０Ｇｂ／ｓ以太网的模板要求．
关键词：激光驱动芯片；ＭＯＳＨＢＴ结构；锗硅ＢｉＣＭＯＳ工艺
中图分类号：ＴＮ７２２

２１３ ＷｕＳｏｎｇｃｈａｎｇ牞ＦｅｎｇＪｕｎ牞ＺｈａｎｇＬｉ牞ａｎｄＬｉＷｅｉ　


